
内藤電誠工業(株)

エミッション・OBIRCH解析

～ ＬＳＩの故障再現確認から故障箇所の特定まで～

エミッション・ＯＢＩＲＣＨ解析フロー

○試料：ネットワークコントローラＬＳＩ ○ＰＫＧ ：１２８ｐｉｎ-ＬＱＦＰ
○電源電圧：３．３Ｖ ○製造プロセス：０．２５ｕｍ相当
○故障状態：実機評価中に動作不良となる。
ＳＮ．１⇒ＣＬＫ端子－ＧＮＤ間の特性異常。ＳＮ．２⇒ＶＤＤ－ＧＮＤ間の特性異常。

エミッション発光

拡大

<ＳＮ．１ エミッション顕微鏡観察事例>

エミッション・ＯＢＩＲＣＨ観察で、電流リーク箇所の特定が可能

ＬＳＩの故障箇所絞込み事例（エミッション・ＯＢＩＲＣＨによるリーク箇所の特定）
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エミッション顕微鏡 FIB蔵置

OBIRCH反応

<ＳＮ．２ ＯＢＩＲＣＨ観察事例>

拡大

ＣＬＫ端子の保護回路部で多数の
エミッション発光を確認しました。

OBIRCH反応箇所周辺で
大規模な破壊痕を確認しました。

カーブトレーサ

エミッション顕微鏡装置、ＩＲ－ＯＢＩＲＣＨ装置を用いた、ＬＳＩの故障箇所絞込み、
故障箇所の物理解析による可視化に対応致します。

対応事例

ＥＳＤ破壊箇所の特定 スタンバイ電流異常品の不具合箇所特定

ショートやオープンによるＦＥＴの貫通電流観察

結晶欠陥によるリーク箇所の特定

ＬＥＤ素子、ＬＣＤ素子のリーク箇所の特定

ポリイミド剥離
（RIE）

ＰＫＧ開封
（表面・裏面）

RIE装置

＊OBIRCH解析の場合には、ポリイミド剥離が必須になります。

PKGオープナー
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<① チップ表面からの剥離研磨経過－金属顕微鏡像>

3／3層 2／3層 1／3層 下地

<②下地状態でのレーザー顕微鏡像>

異常を確認

<③ FIB装置による異常箇所断面観察像>

異常を確認

剥離研磨、断面観察によりリーク箇所の可視化が可能。
更に、SEM，FE-SEM観察や成分分析の実施も可能です。
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SIM像（Scanning Ion Microscope）
ゲートポリ

加工用保護膜（W）CONT残骸

<特徴>・IRコンフォーカルレーザー顕微鏡搭載
・IｎGaAsカメラ、冷却CCDカメラ搭載
・チップ裏面からの観察が可能

<用途> ・ＥＳＤ破壊箇所の特定
・スタンバイ電流異常品の不具合箇所特定
・ショートやオープンによるＦＥＴの貫通電流観測
・結晶欠陥によるリーク箇所の特定
・ＬＥＤ素子のリーク箇所特定

<解析をご依頼される際に必要な情報>
１．解析対象サンプルの形状

・ベアチップ ・ＰＫＧ単体 ・基板実装状態 等
２．不具合現象の再現条件（電圧印加条件等）
・電圧印加端子、印加電圧、端子情報等。

３．電流異常が確認されていない場合には、不具合箇
所の特定が困難な場合が有ります。

４．比較良品を必ずご用意ください。

ＬＳＩの故障箇所絞込み事例（チップ研磨による物理解析）

浜松ホトニクス PHEMOS-1000
（IR-OBIRCHオプション搭載）


